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Sekildeki devrede anahtar olarak bir giic MOSFET’i kullanihyor. MOSFET’in
gecit-kaynak gerilimi-gecit yiikii karakteristigi Sekil-2b’de verilmistir. Vpp
besleme gerilimi Vpp = 100V, tranzistor iletimdeyken savak akimi Ip = 10A dir.
Devre i¢ direnci Rs = 50 Ohm olan bir kaynakla siirtiliiyor. MOSFET icin esik
gerilimi Vr = 3V olarak verilmistir.

a- Savak akiminin t; yiikselme siiresinin t; < 50nsn olmasi istendigine gore
siirlicii isaretin genligi (Vg ) nasil secilmelidir? Hesaplayiniz.

b- taon iletime girme gecikmesini, tqofr kesime gitme gecikmesini, tr diisme
siiresini hesaplayimiz; Ps anahtarlama kaybini bulunuz. Anahtarlama frekansi
fs = 200kHz dir.
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